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１．概要（Summary） 

医用画像診断装置は臨床現場において不可欠なもの

となっている。その画像の性能にはこれらの放射線を計測

するための放射線検出器の性能に大きく依存する。本課

題は高解像度と高いエネルギー分解能に寄与することが

可能な医用画像モダリティ用の半導体検出器の開発に関

するものである。半絶縁性ヒ化ガリウム（Semi-insulation 
Gallium Arsenide、以下、SI-GaAs）を用いた、これらま

でのプロセスの検討結果をもとに、SI-GaAs ウエハの両

面にオーミック・ショットキーそれぞれのタイプの積層金属

電極膜を形成することによって検出器のサンプルデバイ

スの作製を試み、その基本性能の評価を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
マスクアライナ、ヘリコンスパッタリング装置、コンパクトス

パッタ装置 
【実験方法】 

Double sided strip（DSS）タイプの SI-GaAs 検出器

のサンプル作製を試みた。このデバイスは SI-GaAs (Cr
ドープ)ウエハ（面積：≈ 20×20 mm2、厚さ：300 µm）の

表・裏の両面に DSS 電極（各面に直行する短冊状（ストリ

ップ）の電極群を設けた電極）を形成することで形成され

ている。各面の電極は、一面は Ge/Au/Ni/Au の構造の

オーミックタイプの電極、もう一面は Ti/Pt/Au の構造を持

つショットキー電極である（Fig.1.）。いずれの面において

もストリップ電極は 200  µmピッチで配列しており、各スト

リップの幅は 180 µm である。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1は作製した検出器の I-V 特性の測定結果である。

ここから、この検出器が整流性を有していることが確認す

ることができる。整流性は検出器の低ノイズ化に寄与する。

Fig. 2 は検出器にγ線（ピークエネルギー：60keV）を照

射した際の出力信号である、良好な SN で信号が観測さ

れていることがわかる。 
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Fig.1 I-V curve of DSS detector 

Fig.2 Signal output of DSS detector 


